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Key Parameters

IGBT

Vces 4500 V
Inom 2000 A
lcrm 4000 A
Diode

VRRM 4500V
12 2000A
[FRM 4000A
Merkmale

Druckkontaktierter IGBT mit integrierter

Freilaufdiode

Stabiler Kurzschluss im Fehlerfall

Hohe dynamische Robustheit
Hohe Kurzschlussrobustheit

Niedriges VCEsat
Trench IGBT 3

Typische Anwendungen

Hochleistungsumrichter
Mittelspannungsantriebe

Modulare Multi- Level Umrichter MMC fiir HGU

und Kompensationsanlagen
DC Leistungsschalter

Features

Press Pack IGBT with integrated Freewheeling Diode

Long term Short on Fail behavior
High dynamic robustness

High short-circuit capability

Low VCEsat

Trench IGBT 3

Typical Applications

High power converters
Medium voltage converters
Modular Multi Level Inverter MMC for HVDC and FACTS

DC Breakers

4 5
content of customer DMX code DMX code DMX code J
digit digit quantity
serial number 1.7 7 1 2
SP material number 8..16 9 —s
datecode (production day) 17..18 2
datecode (production year) 19..20 2 |/|
datecode (production month) 21..22 2 I\I
vT class (optional) 23..26 4
QR class (optional) 27..30 4
www.ifbip.com
support@infineon-bip.com
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Elektrische Eigenschaften / electrical properties

IGBT, Wechselrichter / IGBT, Inverter
Héchstzuldssige Werte / maximum rated values

Kollektor-Emitter-Sperrspannung v 4500 y

Collector-emitter voltage CES 5

Kollektor-Dauergleichstrom Te=105°C, Tvma=150°C | 2000 A

Continuous DC collector current G rom

Periodischer Kollektor-Spitzenstrom tr=1ms

Repetitive peak collector current o 4000 A

Gate-Emitter-Spitzenspannung v 20 \Y

Gate-emitter peak voltage GEs |+
Charakteristische Werte / characteristic values min. typ. max.

. - lc=2000 A, Vee= 15 V; T,=25°C VCE sat 2,25 | 2,50 \Y
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung B ’ B ; e ’
Collector-emitter saturation voltage lo=2000 A, Vae =15 Vj T‘”_125°C Ve sat 257 | 2,90 v

lc=2000 A, Vee= 15 V; Ty=150C | yeeon 270 | 305 | Vv
Gate-Schwell
G:E ifeg]eolﬁn\fgf;g”eung lc= 105 mA, Vee = Ve, Tu= 25°C Voen 6.6 v
Gateladun
Gate charg?e Vee=-15/15V Qa 40 ucC
Interner Gatewiderstand
: T, =25°C, vp =12V fa 0,09 | 0,1 | Ohm
Internal gate resistor
Eingangskapazitat f=1MHz, Tyj=25°C, Vce=25V,
Input capacitance Vee=0V Cies 420 nF
Ruckwirkungskapazitat f=1MHz, Tyj=25°C, Vce=25V, c 70 F
Reverse transfer capacitance Vee=0V ires ’ n
Kollektor-Emitter-Reststrom o
Collector-emitter cut-off current Vee=4500V, Vee= 0V, Ty = 25°C lces 150 | 200 HA
Gate-Emitter-Reststrom Voe= 0V, V. 20 V. Tuie 25°C | 023 | 08 A
Gate-emitter leakage current cE=D NV, VeE= = GES : ’ H
; = e : lc=2000 A, Vce= 2800V T,;=25°C 0,32 us
E hal ki L ’ vi
e I I -t B
y ime, Reon= 1,20 T.=150°C 0,33 ps
; o : lc=2000 A, Vce= 2800V T,=25°C 0,26 us
Anst t, induktive Last ’ Vi
S€ lime, inductive foa Raon= 1,20 T,=150°C 0.28 us
Abschaltverzégerungszeit, induktive Last lc=2000 A, Vce = 2800 V Ty=25°C 6.9 Hs
Turn-off delay time, inductive load Vee=-15/15V Ty=128°C | toon 78 HS
y ime, Reoft = 4,80 T,=150°C 7,7 us
P : lc=2000 A, Vce= 2800V T,=25°C 2,2 us
Fallzeit, induktive Last ’ Vi
F:Ilzt(ier;emin:uc“t/i(\e/e i)sad Vee=-15/15V Ty=125°C ¥ 4.2 WS
’ Raoft = 4,8Q T,=150°C 45 us
prepared by: | CD date of publication: | 2021.09.21
approved by: | JP revision: 3.0
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Charakteristische Werte / characteristic values min. typ. max.
Einschaltverlustenergie pro Puls lo=2000 A, Vee=2800 V, Lo =150nH  T,=25°C 8,0 J
Turn-on energy loss per pulse Ty=125°C | Eon 88 J
gylossp Vee=-15/15V, Roon=1,2Q T,=150°C 9.5 J
: lc=2000 A, Vce=2800V, Lo =150nH  T,=25°C 11,3 J
Abschaltverlustenergie pro Puls ’ ’ vi
Turn-off ener Iosi (Sr ulse dv/dt = 1100 Vius Ty=125°C B 152 J
gy loss perp Vee=-15/ 15V, Raot= 4,80 T,=150°C 16,5 J
Vee< 15V, Vee = 2800 V, tpsc < 10 ps
gérzsa(iglquerhalten Veemax = Vces -Lsce -di/dt Isc 10,5 kA
Tvi=125°C
Diode, Wechselrichter / Diode, Inverter
Hdéchstzuldssige Werte / maximum rated values
Periodisch Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage Ve 4500 v
Tc = 95°C, Ti,jmax = 150°C
Dauergleichstrom
Continuous DC forward current Ie 2000 A
Periodischer Spitzenstrom tp=1ms
Repetitive peak forward current il 4000 A
StoBstrom Vr =0V, t, = 10ms, T,; = 125°C
Surge current lesw 17000 A
Grenzlastintegral Va =0V, t,=10ms, T, = 125°C »
12t - value o 1445 kA%s
Charakteristische Werte / characteristic values min. typ. max.
Durchi Ir=2000 A T,=25°C 2,80 V
urehiassspannung IF = 2000 A T,=125°C | v, 2,73 v
Forward voltage IF = 2000 A Ty=150°C 2,70 v
Riickst it Ir=2000 A, Vr= 2800V, T,=25°C 1900 A
P“"ks romspitze t Ryon= 1,2Q , Vee = +15V ; Lg=150nH T,=125°C |  Iau 2460 A
eak reverse recovery curren T,=150°C 2580 A
Sperrverzégerungsladung IF=2000 A, Vr= 2800V, T,=25°C 1500 HAs
Recovered charge Rgon= 1,2Q y Vee = +15V ) Ls=1 50nH Vj=125°C er 3350 uAS
T,=150°C 3900 HAs
) Ir=2000 A, Vr= 2800V, T,=25°C 2,2 J
Abschaltenergie Ryon= 1,20, Voe = +15V ; Ls=150nH  Ty=125°C | Ere 5,7 J
Reverse recovery energy T,=150°C 6,8 J
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Thermische Eigenschaften / thermal properties

IGBT, Innerer Warmewiderstand Kiihlflache / cooling surface
IGBT, thermal resistance, junction to case beidseitig / two-sided, DC R iceT max 6.6 K/kW
i . )

Diode, Innerer Warmewiderstand Kihlflache / cooling surface
Diode, thermal resistance, junction to case beidseitig / two-sided, DC Rt b max. 13,2 K/KW
Ubergangs-Warmewiderstand Kihlflache / cooling surface

gangs- . beidseitig / two-sided Rronieer | typ. 1.5 KKW
thermal resistance, case to heatsink RincHpioge | TyP- 3.0 K/kW
Kollektor- Emitter- Gleichspannung Tvj=25°C, 100 fit v 2800 v
DC- stability cee
Hochstzuldssige Sperrschichttemperatur T. 150 e
maximum junction temperature vimax
Betriebstemperatur T -40...+150 e
operating temperature vop
Lagertemperatur " o
storage temperature )* Gate cable limitation max. 80°C Tsig -40...+150 ) c
Mechanische Eigenschaften / mechanical properties
Gehause, siehe Anlage Seite 5
case, see annex page 5
Anpresskraft F 50...80 KN
clamping force
Steueranschliisse DIN 46244 Gate A 4,8x0,8
control terminals Emitter A 6,3x0,8
Gewicht
weight G typ. 3000 g
Kriechstrecke 35 mm
creepage distance
Luftstrecke 12 mm
Clearance distance
Ebenheit der Kontaktflachen ISO 1101 30 um
Flatness of contact areas
Schwingfestigkeit f=50 Hz 50 m/s?
vibration resistance
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Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z c /

analytical elements of transient thermal impedance Z inc

Pos. n 1 2 3 4 6 7
Rin
IGBT " 1,1 3 2 0,5
beidseitig (I KKWI
two-sided Tn [S] 7 0,2 0,06 0,005
. Rthn
Diode 2,2 6 4 1
beidseitig (/W]
two-sided T [S] 7 0,22 0,06 0,006
nmax
+
Analytische Funktion / analytical function: ZthJC = z Rthn [1 -e }
n=1

14,0

12,0

— --=Diode
IGBT

10,0

8,0

Zinyac [K/kW]

6,0

4,0

2,0

|1t

0,0

0,0001

0,001

0,01

t[s] 0.1

Transienter innerer Warmewiderstand fiir DC
transient thermal impedance Z wJc = f(t) for DC

Beidseitige Kihlung / two-sided cooling

10

100
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Ausgangskennlinie IGBT,Wechselrichter (typisch)
output characteristic IGBT,Inverter (typical)
lc=f(Vce), Vae=15V
7000 T p >
— -VGE=20V 7.7 - -
— . “VGE=19V /.77
= = VGE=18V 7 7 ~
6000 VGE=17V - ~ -
— . = Vd ” C -
- « «VGE=16V /.:’ - -
— \/GE=15V , 7, 7. 4'/
5000 |—— - = VGE=14V 5L, S -
= <VGE=13V /7 P P~
-« «VGE=12V (FIE ==
- = VGE=11V 427 -7
4000 — — -VGE=10V 7 ay ~ -
< - = VGE=9V /;. s - e — — —
o ——\| GE=8V ///'/., _ e
3000 “ — ==
2000 - - e = -
1000
0

Ausgangskennlinie IGBT, Wechselrichter (typisch)
output characteristic IGBT,Inverter (typical)

lc=f(VcE)

. Tv=150°C
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5000 :
- = Tvj=25°C
4500
- - -Tvj=125°C
4000
—Tvj=150°C
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3000
<
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Cd
-~
1000 ~ -
-
500 -7
0 -
8 9 10 1 12 13 14
Vee [V]
Ubertragungscharakteristik IGBT, Wechselrichter (typisch)
transfer characteristic IGBT, Inverter (typical)
lc =f(Vee) Vce =12V
Eon, Tvj=150°C -7
14 — . =
- = -Eon, Tvj=125°C — -
— " -1
| — —Eoff, Tvj=150°C — ="
12 ===
- === Eoff, Tvj=125°C = -
[ ="
10 - Pid =
- ——y
E ° :”"" /
w s _1_/'"' —= =
‘ ‘ / =T ==
2 /
0
500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900

lc [A]

Schaltverluste IGBT, Wechselrichter (typisch)
switching losses IGBT, Inverter (typical)

Eon =f(|C), Eoff=f(|C)
Vee= £15V, Reon= 1,2Q, Racot=4,8Q, Vce=2800V
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= === Eon[J] @125°C
Eon[J] @150°C
25 1 = = =Eoff [J] @125°C
= === Eoff [J] @150°C __,-——':
20 SRR el R &t
I' - ‘—:‘:—:— --"
,I - - - =
5 19 ’
w 4/
(4
1 0 ,’
5
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
R, [Q]
Schaltverluste IGBT, Wechselrichter (typisch)
switching losses IGBT, Inverter (typical)
Eon=f(Ra), Eoti=f(Ra)
Vae= £15V, lc= 2000A, Vce= 2800V
5000
4000 .
Chip f
- e = Disc |‘
3000 i
\
'.
= 2000 t
\
|
\
1000
0
0 1000 2000 3000 4000 5000
Ve [V]
Sicherer Riickwérts-Arbeitsbereich IGBT, Wechselrichter (RBSOA)
Reverse bias safe operating area IGBT,Inverter (RBSOA)
lc=f(VcE)
Veces 3600V, Vae=+15V, Raori= 7Q, Tvj=150°C
Date of Publication: 2021-09-21

Revision:3.0

Seite/page: 9/12




L— Technische Information /

_T_Z;EI_ technical information (Infineon

Druckkontaktierter IGBT Infineon Technologies Bipolar
Press Pack IGBT P2000DL45X168 GmoH & CokG

4000 |
= -« = Tvj=25°C

3000 4+ = = -Tvj=125°C
< Tvj=150°C
-

2000

1000

0 /
0 0,5
Durchlasskennlinie der Diode, Wechselrichter (typisch)
Forward characteristic of Diode, Inverter (typical)
Ir=f(VF)
7,00
6,00 Erec [J]@150°C —_
= = =Erec [J]@1259C

5,00 e =m—-———="

S 4,00
:
w 3,00
Cd
L
Cd

2,00

1,00

0,00

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

I+ (A)

Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)
switching losses Diode, Inverter (typical)
Erec=f(IF)

Raon=1.8Q, Vce=2800V
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Erec [J]

Ir [A]

5000

4000

3000

2000

1000

- = =FErec, TY=125°C
Erec . Tvj=150°C
N
- \
~ —
- ~ -~ -~ \
- o - _ \\
0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
F{gon [Q]
Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)
Switching losses Diode, Inverter (typical)
Erec=f(RG)
[.=2000A, Vce=2800V
Pm
ax =
0 500 1000 1500 2000 2500 3500 4000 4500 5000
Ve [V]

Sicherer Arbeitsbereich Diode, Wechselrichter (SOA)
Safe operation area Diode, Inverter (SOA)
Ir=f(VR) Ty=150°C
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Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschlieBlich flr technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die
Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes fiir die von lhnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der
Vollstandigkeit der bereitgestellten Produktdaten fiir diese Anwendung obliegt lhnen bzw. lhren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, fur die wir eine liefervertragliche Gewahrleistung
Ubernehmen. Eine solche Gewahrleistung richtet sich ausschlieBlich nach MaBgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen
Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden fiir das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls bernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benétigen, die Gber den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und
insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem fir Sie
zustandigen Vertriebsbiiro in Verbindung (siehe www.infineon.com). Fir Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen kénnte unser Produkt gesundheitsgefahrdende Substanzen enthalten. Bei
Rickfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem fir Sie
zustandigen Vertriebsbiro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefahrdenden oder
lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir fir diese Falle
- die gemeinsame Durchfiihrung eines Risiko- und Qualitatsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitatssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einflihrung von MaBnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend

empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher MaBnahmen abhangig

machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an lhre Kunden zu geben.

Inhaltliche Anderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical
departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product
data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is
granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the
product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific
application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com). For those that
are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please
contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please
notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend
- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on
the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.
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